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【諸言】斜方晶 BaSi2は約 1.3 eVのバンドギャップと高い光吸収係数[1]を持つ単接合薄膜太陽電

池に適する材料である。我々はこれまで、簡便な真空蒸着法を利用し、500 ℃以上の基板温度で

単相の多結晶 BaSi2膜の作製に成功している[2]。ここで、高い基板温度は、過剰 Ba を基板 Si と

の反応で消費するために必要である[2]ことから、膜厚が薄ければ低い基板温度でも単相膜が作製

できる可能性がある。そこで本研究は、膜厚が蒸着膜の構造に与える影響を調査することを目的

とした。 

【実験方法】BaSi2顆粒(純度 99 %)を原料とし、これを抵抗加熱により気化させ、400 ℃に加熱し

た Si(111)基板(抵抗率>1000 cm)に堆積させた。原料の量を 0.10, 0.15, 0.20, 0.27 gと変化させるこ

とで膜厚を変化させた。試料の評価には、ラマン分光と走査型電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分

散型 X線分光(EDX)を用いた。 

【結果と考察】作製した試料の膜厚を SEMにより測定した。膜厚はそれぞれ 320, 360, 630, 1600  

nmであった。これら試料のラマンスペクトルを Fig. 1に示す。膜厚が 630 nm以下では、200–500 

cm
-1に BaSi2の 5 つのピークが観測された。これにより、膜厚が薄ければ基板温度が 400 ℃にお

いても BaSi2膜が得られることが確認された。一方で膜厚 1600 nmでは BaSi2のピークに加えて結

晶 Siのピークが観測された。Fig. 2の EDXスペクトルより、膜厚 1600 nmの試料では他の試料と

比べて O Kピークが強いことが分かる。よって、膜厚が厚い試料では Ba過剰層が残留し、大気

と反応することで Siと Ba

の酸化物が生成したと考

えられる。これらの結果よ

り、膜厚が蒸着膜の構造に

影響を与えることが明ら

かとなった。 
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Fig. 1 Raman spectra of the 

evaporated films with different 
thicknesses. 

Fig. 2 EDX spectra of the 

evaporated films with 

different thicknesses. 

0 2 4 6
Energy (keV)

In
te

n
s
it
y
 (

a
rb

. 
u
n
it
)

B
a
 L


B
a
 L


B
a
 L



B
a
 L


B
a
 L


S
i 
K


B
a
 M


O
 K


C
u
 L


B
a
 M


Ba M

C
 K


630 nm

1600 nm

320 nm

360 nm

Film tickness

200 400 600

In
te

n
s
it
y
 (

a
rb

. 
u
n
it
)

Raman shift (cm
−1

)

1600 nm

630 nm

360 nm

320 nm

Film thickness

c−Si

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)14a-A25-10 

© 2015年 応用物理学会 12-461


